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Série de TD N° :02

— Exercice N° :01
Un photon de longueur d’onde A = 1026A°, est absorbé par un atome H qui emis ensuite 02 pho-
tons.

1. Silalongueur d’onde est de A; = 1216A° , calculer alors A; ?

2. Siles deux phtons emis : 4| = 1226A° et A, = 1875A° , Quelle est la longueur d’onde A du
photon absorbé ?

— Exercice N° :02
Un semi-conducteur intrinseque (Germanium) Ge 2 300°K ,ona: Eg = 0,66eV ,m; =m;, = 0,5my
et la masse Mg, = 72,59g , la masse volumique m, = 5,33g/cm’et X = 6.10?> Nombre d’ Avogadro

1. Déterminer le niveau de Fermi (EF;) ?

2. La concentration intrinseque (7;) ?

3. Combien d’atomes de Ge donnent naissance a une paire éléctron trou ?
— Exercice N° :03

On considere un semi-conducteur intrinseque dont les densités équivalentes d’états énergétiques
dans la bande de conduction et dans la bande de valence sont notées respectivement N¢ et Ny.

1. Rappelez les expressions de la densité d’électron n dans la bande de conduction et la densité
de trous p dans la bande de valence ?

2. En déduire I’expression de la densité intrinseque ni et la position du niveau de Fermi intrin-
seque EF; ?

3. Le semi-conducteur considéré est du silicium de largeur de bande interdite (ou gap) Eg =
1,1eV et pour lequel Nc = 2,7.10%cm ™3 et Ny = 1,1.10%cm 3.

4. Calculez sa densité intrinseque et la position du niveau de Fermi a 27°C, 127°C et 227°C.
On rappel qu’a 300°K, kT = 0.026¢V, on prendra comme référence énergétique, le haut de
la bande de valence (Ey = 0eV).

— Exercice N° :04
Le silicium est dopé avec du phosphore (goupe V du tableau de Mendeleev) de concentration
108¢m=3.

1. Calculez a 27°C, la densité d’électrons du Si ainsi dopé.

2. En déduire la densité de trous. Quel est le type de semi-conducteur ainsi obtenu ?

3. Calculez a 27°C la position du niveau de Fermi Er puis donnez une représentation du dia-
gramme de bandes du silicium ainsi dopé ?



